
CMOS集成电路设计手册-第3版·基础篇

CMOS集成电路设计手册-第3版·基础篇_下载链接1_

著者:[美] R. Jacob Baker

出版者:人民邮电出版社

出版时间:2014-2

装帧:平装

isbn:9787115337726

《CMOS集成电路设计手册》讨论了CMOS电路设计的工艺、设计流程、EDA工具手段
以及数字、模拟集成电路设计，并给出了一些相关设计实例，内容介绍由浅入深。该著
作涵盖了从模型到器件，从电路到系统的全面内容，是一本权威、综合的CMOS电路设
计的工具书及参考书。

《CMOS集成电路设计手册》英文原版书是作者近30年教学、科研经验的结晶，是CMO
S集成电路设计领域的一本力作。《CMOS集成电路设计手册》已经过两次修订，目前
为第3版，内容较第2版有了改进，补充了CMOS电路设计领域的一些新知识，使得本书
较前一版内容更加详实。

http://www.allinfo.top/jjdd


为了方便读者有选择性地学习，此次将《CMOS集成电路设计手册》分成3册出版，分
别为基础篇、数字电路篇和模拟电路篇。本书作为基础篇，介绍了CMOS电路设计的工
艺及基本电参数知识。本书可以作为CMOS基础知识的重要参考书，对工程师、科研人
员及高校师生都有着较为重要的参考意义。

作者介绍: 

R. Jacob (Jake)
Baker是一位工程师、教育家以及发明家。他有超过20年的工程经验并在集成电路设计
领域拥有超过200项的专利（包括正在申请中的）。Jake也是多本电路设计图书的作者
。
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